
ZEISS 
Schaltkreis 

U 6548 DC 

vorläufige teohnische Daten 

Hersteller: 

Organisation 

Betriebsspannung 

Datenerhalt 

Technologie 

Bauform 

Masse 514,586 

1024 x 4 Bit 

1/89 (44) 

VEB Forschungszentrum Mikroelektronik Dresden 

Betrieb des.Kombinates VEB Carl Zeiss JENA 

Bidirektionale Datenein- und-ausgänge 
Tristate-Ausgangsstufen 
Ein- und Ausgänge TTL-kompatibel 

Uco = 5 V 4/10% 

bis Uccs = 2 V (Schlafzustend) 

CMOS-SGT 
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Der Schaltkreis U 6548 DC ist ein schneller statischer Schreib-Lese.-Speicher mit wahlfreiem Zugriff 
(sRAM) in der Organisationsform 1024 Worte x 4 Bit. Er,ist für den Einsatz in Geräten der Daten- 
verarbeitung, der Automatisierungstechnik und der kommerziellen Elektronik bestimmt. 
Aufgrund der geringen‘ Leistungsaufnahme ist er besonders für batteriegepufferte und tragbare 
Geräte geeignet. 

Zyp __ US-Zugriffszeit Art 

U 6548 DC 20 20 n8 (Selektionstyp) 

U 6548 DC 35 35 ns (Grundtyp) 

Anschlußbelegung ] A6 ] [ Uec 
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® |'”__'_‘______—_'__—'___"fi 

AL 

Speicher- 
A5 +‘ 5 m%trix 

A6 +—— Adres- _ 
senre- Zeilen- 4096 Zellen | 

dekodı 
A7<?—-9'5‘e" 54 | (64 Zeilen, 

64 Spalten) 

L i 16 16 f16 p6 . 

! 

Treiber- 
Da 1 E u;r&der $ Spultenüdekodefi 

Eı inger un 
De2 rTs:<‘:’hul- ScRre[;b-l Lese- 

U schaltun DO3 &- ® 9 
= X —— ] 

! F' A 

1 
s ?—" Ein-/Ausgabe- und Adressen- 
WE Zyklussfeuerung register 

| 

IL____(L._‚1____‚__ l Bild 3: Blockschaltbild 
\ 4 Uss  VUcc AD .A1 A2 A3 



1/89 (14) 3 U 6548 DC 

Funktionsbeschreibung 

Die Schaltkreise U 6548 DC bestehen aus folgenden Teilschaltungen: 

_ Adresseneingangsschaltung für 10 Adressenleitungen 
- Speichermatrix mit 64 Zeilen und 64 Spelten 
- Spaltendekoder mit 4 Schreib-/Leseverstärkern 
- Zeilendekoder N 
- Taktsteuerung 
— 4 bidirektionale Dateneingänge/-ausgänge 7 

Im Ruhezustand (05 = H) sind die Datenausgänge DQ0 bis DQ3 hochohmig. Die Auswahl des Schaltkreises 
erfolgt mit CS = L. Die Adressenbits zur Auswahl der 4 speziellen Speicherzellen werden von den 
Adresseneingängen A0 bis A9 mit der H/L-Flanke von 0S in das Adressenregister übernommen. 
Beim Schreiben (05 = L, WE = L) werden die Daten an DQ0 bis DQ3 in der LOW-Phase von WE in die 
Speichermatrix eingeschrieben. 
Beim Lesen (65 = L, WE = H) stehen die Dsten der 4 ausgewählten Speicherzellen nach Ablauf der Zu- 
griffszeit niederohmig an den Datenausgängen DQ0 bis DQ3 zur Verfügung. 
Ein Schlafzustand ist während des Ruhezustandes durch Absenken der Betriebsspannung möglich. In 
diesem Schlafzustand (2 V< Ugg < 4,5 V) muß der Schaltkreis durch CS = H inesktiviert werden. 
Nach Beendigung des Schlafzustandes bei Ug > 4,5 V ist für die internen Vorladungen die Einhaltung 
der Zeit typor, notwendig. 
Alle Ein- und Ausgänge sind TTL-kompatibel. 

Zeitdiagramme ( siehe Bild 4, Bild 5, Bild 6, Bild 7) 

Signale Flanken 

A - Adresseneingang H - Übergang nach H 

D - Dateneingang , L - Übergang nach L 
Q - Datenausgang V - Übergang in gültigen Zustand 
C = Chipaktivierung X - Übergang in ungültigen oder beliebigen Zustand 

W = Schreib-Lese-Steuerung Z - Übergang in hochohmigen Zustand 

Flarikenanstiegs- und Flankenabfallzeiten: T*ayrmay = Öppumax * 2 N8, Gemessen zwischen U, = 0,8 V 
und Urg = (Urppan - 0,2) V. 

Grenzwerte 
Kurzzeichen min. max, Einheit 

Betriebsspannung Vg -0,5 7 v 

Spannung an allen Zin- 
und Ausgängen . Ur %6 -0,5 P} v 

Gesamtverlust- ?. - 0,5 w 
leistung # X 

Umgebungstemperatur a Bn 70 %. 

Betriebsbed: en 

Alle Spannungen sind auf Ugg = O V (Masse) zu beziehen. 
Die Behandlungsvorschriften für MOS-Schaltkreise sind einzuhelten.



Kurzzeichen U 6548 DC35 - U 6548 DC20 Einheit 

Betrıeosspannung Va 4,5 5,5 4,5 55 v 
Betriebsspannung 
im Schlafzustand Deos 2 - 2 - 

L-Eingangsspamung Ur =0,3. 0,8 =0,3 0,8 v° 

H-Eingengsspannung Ur 2,2 — Uggt055 2,2 — Uog+0,5 v 

Umgebungstemperatur 4 ‚o 70 0 70 ° 

CS-L-Impulsdauer ora 35 - 20 - i 

ÖS-H-Impulsdauer Ka 15 - 10 - ns 

TS-L-Impulsdauer toLGH2 70 - 40 - z D 

Adressenvorhaltezeit t4yor 
' 10 - 5 - ns 

Adressenhaltezeit *er 

WE-L-Impulsäauer Tr 

WE-Impulsvorhalte- 
zeit *c 

WE-Impulshaltezeit or 35 - 20 - ns 

Datenvorhaltezeit 
gegenüber pv 

Datenvorhaltezeit 
gegenüber CS tovcn 

Datenhaltezeit —_ 

Schreib-Lese-Abstand taucı 

Lese-Schreib-Abstend — tovyr, 0 - 0 - ns 

Datenverzögerung 

zu W ıDV 

WE-Vorhalt arn 

WE-Nachlauf e 

Zykluszeit‘ S 50 - 30 - ns 

%ar 85 - 50 k a @ i 

Zeit von Chipinakti- > » 
vierung.bis Schlafzu- — tomy, 0 - 0 - ns 
stand 
Erholzeit nach Schlaf- % - ‘ - ns 5 Srhnge *yHcL CHCL _ CHOL 

1>Einmalisa Unterschreitung bis -2 V für die Dauer von 10 ns innerhalb einer Zykluszeit ist zu- 
lässig. 

2)zusatzbedingung für U 6548 DC35: (Ugg - aar = LV 

3)G11t nur für kombinierten Lese-Schreib-Zjklus
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4)yı - Absinken der Betriebsspannung 

5)yH - Ansteigen der Betriebsspannung 

Kenngrößen E 
Die Kenngrößen in der folgenden Tabelle gelten für die vorher genannten. Betriebsbedingungen, wenn 
nicht anders angegeben. a 
Alle Spannungen sind auf Ug; = 0 V (Masse) zu beziehen. 

Kurzzeichen U 6548 DC35 U 6548 DC20 Einheit 

min. LA min. maxX. 

Stromaufnahme im Ruhe- 
zustand ; - 50 - 50 ya 

zn * Uss 

zn * Vco 
Ucg + 551 

Eingengsleckstrom ä “ 1 “ 1 Ja 
Yı 268 
e a 
Ucc = 55 V a 

L-Ausgangsspannung Ü . i 0,4 $ 0,4 7 
Ug = 45 V 
101 = 8 m 

H-Ausgangsspannung Tr 2,4 - 2,4 - Y 
Ug = 45 V 
Ion =-4 mA 

OS-Zugriffszeit toLQv - 35 - 20 ns 

Stromaufnahme im - “ 
” Schlafzustand *cos %* » P 
Tag e 37 - 

Ur“ Vas ; 
Ur = Voc 

Dynamische Stromauf- I & f 
nahme bei 10 MHz n 20 20 i 
Uog=5V i 
für 0S: Ury = Uss 

Ur S oa 
Eingangskapazität ?:I - 5 @ 5 PF 

Verzögerungszeit Tomöz 0 15 0 10 ns 
ÖS/Ausgang hochohmig { 
Ug =5V 

Urr > Ug 

Urn * Uoc . n 

Verzögerungszeit S 0 15 0 10 ns 
WE/Ausgang hochohmig 
Uoc= 5 V, Urg = Uocc 

Ua >Mag
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Bild 4: Lesezyklus (WE = H) 

tavcı. tcLax + avcı. 
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Bild 5: Sochreibzyklus (WE = L) 
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t tavcı, tcLax AL 

Ai |Adressen 
uvl 9ülig 15y 15V 

teLcı2 
tcLcH2 tcHCL 

; j 
ü \ / z N 

5 V. 15V A K 

4 twıcH £cHwn 5 
WHCL T WW i WHCL. 

.__fny:.u_.l = 7 ( Z SV 15V 15V S 15 V 1,5V) 

tavwı |twıez | tweoy Tovwi twunz + 

a hochohmig 247 Aarsan95 Nhochohmig / Eingangsdlaten hochohmi 
i 08VX gültig O4V 15V gulg 15V Kr k gültıg k 
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übernahme beginn 

Bild 7: Lese-/Schreibzyklus 



Die vorliegenden Datenbiät 
ausschließlich der Information! 
Es können daraus keine Liefermög- 
lichkeiten oder Produktionsverbind. 
lichkeiten abgeleitet werden. 
nderungen im Sinne des techni. 

schen Fortschritts sind vorbehalten. 
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